Verwendung: Schneller Silizium-npn-Planar-
Epitaxie-Schalttransistor fiir Logikschaltun- ss m
gen bei Umgebungstemperaturen @#a von

—40 °C bis 4-125°C

Abmessungen: Bauform A 3/15 — 30,
TGL 11 811

Koliektor am Gehduse

Masse = 0,5 g

Zuliissige Hochstwerte giiltig bis #jmayx

Uceo = 20V Pt = 300 mW
Uceo = 15V bel #3 = 25 oC
Usso = 35V ) = 175 oC
lc = 200 mA ¥a = 125 oC
beitav = 20 ms grd
Te — 300 mA Wérmewiderstand Rihja = 500 W
ard
Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd Renic = 150
| Min. ! Typ - Max, ) MeBbedingungen f::.::g_rkungi-
i | gruppen
Reststrome
IcBo 110 hA 50 nA 'L Ucg = 15 V |
Durchbruchspannungen
UBr)ceo 20V | v lc = 10 uA
U{er)ceo | 15V 33V lc = 5mA :
UBrYEBO - 5V 75V le = 10 A
Sattigungsspannung
Ucksat | 04 V |05V |lc—100mA,ls =10 mA |
UBEsat | 105V |12V | lc =100 mA, Iz = 10 mA
Ubergangsfrequenz
fr | 200 MHz 450 MHz, | Uce =10V, Ic = 10 mA,
| I f = 100 MHZ
Ausgangskapazitét
c22p i | 28pF |5pF | Ucs =10V, e =0, f = 2 MHz,
Gleichstromverstarkung
i I
B I 18 ,' . 35 Uce = 0,7 V, Ic = 100 mA A
28 A {(Messung erfolgt | B
56 ! 140 impulsmaBig) 04
112 280 . D
|
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SS 109

| s -
Min, . Typ Max. ‘ MeBbedingungen |v:r:tn;irkungs-
| | gruppen
Schaltzeiten
ton 15 ns 40 ns lc = 10 mA, IB1 = 3 mA, ]
RL=2700Q, I = 1,5 mA
toff 1 35ns  73ns

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstérkungsgruppe C

Transistor SS 109 C

MeBschaltung zur Messung der Einschalt-

zeit [(ton) und der Aussch

> 300y

Upe 33k

Ry =508
tr<ins

altzeit (to#f)

8

\rwg

.3 *Uﬁ'ﬂ & 4 Lt IV
I 0%
U tgg = =3V thy Ugg =+ T2V
—t A~ 10% tpy = # 15V Uy =-15¥
L
i

Totr:
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